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RAPPELS :  
 

 

 

Modèle électrique équivalent de la diode 

lorsqu’elle est passante : VD = VS + RS.ID 

 

Modèle électrique équivalent de la diode 

lorsqu’elle est bloquée : ID = 0 
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1. (0.5 pt) Soit le montage ci-dessous 

dont les données sont : VDD = 5 V,  

R = 1 k, diode : VS = 0,6 V, RS = 0 . 

R

Ve Vo

VDD

 

Donner les valeurs de Vo pour les valeurs de Ve 

indiquées ci-dessous  

Ve Vo 

0 V 0,6 V 

5 V 5 V 

 

 

2. (1 pt) Le montage ci-dessous 

correspond à une porte logique. Les 

données sont : VDD = 5 V, R = 1 k, 

diode : VS = 0,6 V, RS = 0 . 

R

Ve2 Vo

VDD

Ve1

 

Donner les valeurs de Vo pour les valeurs de Ve 

indiquées ci-dessous 

Ve2 Ve1 Vo 

0 V 0 V 0,6 V 

0 V 5 V 0,6 V 

5 V 0 V 0,6 V 

5 V 5 V 5 V 
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3. (0,5 pt) Par la méthode de votre choix, 

déterminer la valeur du courant qui 

circule dans la diode. Les données sont : 

VA = 10 V, IA = 2 mA, R1 = 200 ,  

R2 = 100 , diode : VS = 0,5 V, RS = 10 . 
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4. (1 pt) En utilisant un générateur 

équivalent de Thévenin, déterminer 

l’expression et la valeur du courant qui 

circule dans la diode. Les données sont : 

VA = 10 V, VB = 2 V, R1 = 100 ,  

R2 = 100 , diode : VS = 0,5 V, RS = 10 . 
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5. (0,5 pt) On suppose que la diode est 

idéale (VS = 0, RS = 0). Quelle est la 

condition sur VA et VB pour que la diode 

soit passante ? Justifier votre réponse. 

 

 

Il faut que VA > VB. 
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6. (6,5 pts) Soit le circuit électrique de la 

figure (6.1) dont les caractéristiques des 

diodes sont données à la figure (6.2). Les 

autres données du circuit sont VDD = 0,8 V 

et R = 40 . 
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Figure 6.1 
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6.1. (1 pt) Déterminer les tensions de seuil et les résistances séries des deux diodes 

VS1 = 0,2 V                                                                      VS2 = 0,5 V 

RS1 = 100                                                                      RS2 = 30  

6.2. (1,5 pts) En utilisant les lois des mailles et des nœuds, déterminer l’expression de ID1 en 

fonction de VDD, R, VS1, VS2 RS1 et RS2. 

On peut écrire les deux mailles suivantes 
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On remplace alors ID2 dans la première équation 
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6.3. (0,5 pt) En déduire très simplement l’expression de ID2 à partir de la tension VD. 
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R
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6.4. (0,75 pt) Donner les valeurs de (avec seulement 2 chiffres après la virgule) : 

ID1 = 3,66 mA                                                             ID2 = 2,19 mA 

VD = 566 mV                                                                       

6.5. (0,25 pt) Est-ce que la droite de charge doit dépendre des paramètres des deux diodes ? 

 OUI                                  X NON                            Parfois  

 

6.6. (0,5 pt) Donner l’expression de la droite de charge ID = f(VD) 

R

VV
I DDD
D


  

6.7. (0,5 pt) Tracer la droite de charge sur la figure (6.2) 

 

6.8. (0,25 pt) Si on débranche la diode D2, quelle doit être la valeur du courant dans le circuit 

(méthode graphique) ? 

I = 4,3 mA 

 

6.9. (0,25 pt) Les deux diodes sont branchées, est ce que l’intersection de la droite de charge 

avec les caractéristiques des deux diodes correspond au point de polarisation des diodes ? 

OUI                                  X NON                            Parfois  

 

6.10. (1 pt) Expliquer alors comment on détermine graphiquement le point de polarisation de 
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chaque diode. 

Les deux diodes ne forment en fait qu’un seul composant donc il faut additionner les deux 

caractéristiques pour obtenir la courbe I(VD). Le point d’intersection de cette courbe avec la 

droite de charge donne alors la tension aux bornes des deux diodes (diodes en parallèle). Pour 

cette tension, on relève le courant dans les deux diodes qui est identique à celui calculé à la 

question (6.4) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fonctionnement du transistor bipolaire (3,5 pts) 
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Figure (X.1). 

A l’aide de la figure (X.1), décrivez le fonctionnement interne du transistor bipolaire suivant 

ses trois régimes : bloqué (a), linéaire (b) et saturé (c). Il faudra ajouter le mouvement des 

électrons et des trous sur les figures. 

bloqué (a) 

linéaire (b) 

saturé (c) 
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8. (2 pts) Soit le circuit ci-contre dont les 

éléments sont : EG = 1,5 V, VDD = 3 V,  

RB = 10 k, RC = 200 , pour le 

transistor : VS = 0,6 V, RS = 1 k,  = 100, 

VCEsat = 0,2 V. 

8.1. Déterminer l’expression et la valeur 

du courant IB qui entre dans la base du 

transistor. 

IB = 
SB

SG

RR

VE




 = 82 µA 

 

VCE

VBE

RC

EG
RB

VDD

 

8.2. Le transistor est : 

X Passant                                  Bloqué                             

8.3. Donner l’expression et la valeur du courant, IC, qui entre dans le collecteur. 

IC = . IB = 8,18 mA 

8.4. Donner l’expression et la valeur de la tension VCE 

VCE = CCDD I.RV   = 1,36 V 

 

 

9. (1,5 pts) Soit le circuit ci-contre dont les 

éléments sont : EG = 1,5 V, VDD = 3 V,  

RB = 10 k, pour le transistor : VS = 0,6 V, 

RS = 1 k,  = 100, VCEsat = 0,2 V. Ne pas 

négliger 1 devant . 

9.1. Sachant que le courant IB est égal à 

28,8 µA, déterminer la valeur de la 

résistance RE. 

ER
 

  B

BSSBBG

I.1

I.RVI.RE




 = 200  
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RB

VDD
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9.2. Donner l’expression et la valeur de la tension VCE 

VCE = VDD  RE.(1 + ).IB = 2,42 V 

 

9.3. Le transistor est en régime : 

Bloqué                                  X Linéaire                            Saturé 

 

 

 

10. (3 pts) Soit le circuit ci-contre dont 

les éléments sont : VDD = 3 V,  

RB = 10 k, RC = 200 , RE = 200 , pour 

le transistor : VS = 0,6 V, RS = 1 k,  

 = 100, VCEsat = 0,2 V. Ne pas négliger 1 

devant . 

10.1. Indiquer sur le schéma les noms des 

courants (IB et IC) qui traversent les 

résistances. 

 

10.2. Déterminer l’expression du courant 

de base, IB. 
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VDD

RE

 

    BEBSSBBBCDD I.1.RI.RVI.RI.1.RV   

BI
   



1.RRR1.R

VV

ESBC

SDD
 = 47 µA 

10.3. Déterminer la valeur du courant de base, IB. 

IB = 47 µA 

10.4. Déterminer l’expression et la valeur de la tension VCE. 

   ECBDDCE RRI.1VV   = 1,11 V 

10.5. Le transistor est en régime : 

Bloqué                                  X Linéaire                            Saturé 

 


